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【はじめに】これまで我々は、陽極酸化法によって作製したポー

ラス（多孔質）GaAs 基板へ InAs 量子ドットの MBE成長を行

ってきた。しかし、作製したポーラス基板では細孔の直径が

100nm以上あり深さも浅いため、細孔底部に複数のドットが形

成されるなどの問題点があった。その改善策として、本研究で

は、他の研究グループで報告されている[1]サイズが小さく深い

細孔をもつポーラス InP 基板を用いて InAs ドットの成長制御

を試みている。今回、作製したポーラス InP基板の深さを

約 50nm程度にエッチングした後、InAsドットの成長を行

ったので報告する。 

【実験】基板には n-InP(100)基板を用い、InP 基板を陽極、印加電

圧 3V、HClとHNO3の混合液を電解液として陽極酸化を行った。

その後、HNO3:HBr:H2O=1:3:15 のエッチング液でエッチングす

ることで厚さ約 5µmのポーラス層を約 50nmに縮小した。InAs

のMBE成長は、作製したポーラス基板に、成長温度 450℃、成

長速度 0.09ML/s、成長量 10.8MLで行った。作製した試料

の評価には SEMと PLを用いた。 

【結果と考察】Fig.1 にエッチング後のポーラス InP 基板の断

面 SEM像を示す。エッチング後のポーラス InP基板では、細孔直径が約 90nm、細孔深さが約

50nmとなった。これはこれまで我々が作製したポーラス GaAs（細孔直径 約 100nm、細孔深

さ 約 10nm）に比べ細孔の直径が縮小し、深さが増大したものである。Fig.2 にポーラス InP

基板への InAsドットの成長を行った表面 SEM像を示す。図に示すように、ポーラス InP基板

の細孔内に InAs ドットが成長していることがわかる。また、PL 測定の結果、1110nm 付近に

ドットからと思われるピークが観測された。 

【まとめ】HBr 系のエッチング液を用いることで、ポーラス InP 基板の細孔直径、細孔深さの制

御に成功した。このパターン基板上に MBE法により、InAsドットを成長した結果、細孔へ優

先的成長が確認できた。また、PL測定により InAsドットのピークが確認できた。 
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FFFig.2ポーラス InP基板への 

InAs ドット成長 

FFFig.1エッチング後のポーラス InP基板 
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